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(57) Abstract 

The invention 
concerns a multilayer 
structure with controlled 
internal stresses comprising 
successively: a first main 
layer (HOa), at least a 
first stress-adapting layer 
(130) in contact with the 
first main layer, at least a 
second stress-adapting layer 
(1 20) placed in contact by 
adherence with said first 
stress-adapting layer and a 
second main layer (110b) 
in contact with the second 

stress-adapting layer, the first and second stress-adapting layers having contact stresses with the first and second main layers 
invention is useful for electronic circuits and diaphragm devices. 
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Structure multicouche a contraintes internes contrdlees comprenant, dans I'ordre, une premiere couche principale (1 10a), au moins 

T^^^J'fTS^ de C ° mrainteS 030) Cn C ° ntaCt aVCC 13 P remifcrc couche principale, au moins une toito cSSte 
l:St C °" ^l? 58 (120) misc e " c f ntact adh6sion avec ladite premiere couche d'adaptation de contraintes et une deuxieme 
couche pnnenpale (1 10b) en contact avec la deuxieme couche d'adaptation de contraintes, les premiere et deuxieme couches d'adaptation de 
conbjintes prdsentant des contraintes de contact avec les premiere et deuxieme couches principales. Application a la realisation de circuits 
eiectroniques et de dispositifs a membrane. 



